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ENDUSTRIYEL ELEKTRONIK

(Yilsonu Sinavi)
Siire 120 dakikadir. Sorularn tiimii yamtlanacaktir. Kendi not ve kitaplarimzdan yararlanabilirsiniz. Sorular es
puanhdir.

1. Bir gerilim kargilastiricimin girisine Vg = siireyi hesaplaymiz. Vomas = 12V, Vomin = -
5V’luk bir referans gerilimi etrafinda tepeden 10V olarak verilmistir.

tepeye 3V degisen 2kHz frekansh bir tiggen +V

dalga isareti uygulaniyor. Konum degistirme | i

isleminin  basladigi  gerilim  seviyesinin +5Y /\/ 3V

Vi=5.05V ve bu islemin tamamlandig B

gerilim seviyesinin de V,=5.15V olmasi — £\
isteniyor. Islemsel kuvvetlendiricinin VR = +5V O
ozellikleri nasil se¢ilmelidir? Belirleyiniz. Bu

islemin tamamlanmasi i¢in gegecek olan Sekil-1

2. Sekil-2a'daki koprii devrede MOSFET’ler frekansi f = 50 kHz olan bir karedalga ile
stiriilmektedir. Besleme gerilimi Vs=24V dur ve devre bir R-L yiikiinii siirmektedir ve akan akimlar
zamanla Sekil-2b’de gosterilen bi¢imde degismektedir. MOSFET karakteristikleri Sekil-2 de
goriilmektedir. Siiriicti darbe genligi Vgg=12V’tur. 25°C i¢in Rpson = 0.3 Ohm, esik gerilimi Vr
=3V dur. Diyotlar i¢in V=0.7V dur.

a- Devrede MOSFET lerin toplam iletime girme siirelerinin tox < 200nsn olabilmesi i¢in stirticti
kaynaklarin i¢ direncinin degeri nasil se¢ilmelidir?

b- topr toplam kesime gitme siiresini hesaplayiniz.

c- MOSFET lerin toplam P gii¢ kaybin1 120 °C igin hesaplaymiz. (Ps, Pr, Pg ihmal edilebilir).
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3. Bir Pt-100 sicaklik algilayicist (Ry), Sekil-3'deki akim kaynagi ile birlikte kullamlarak sicaklik-
gerilim cevirici diizeni gergeklestirilecektir. Pt-100 sicaklik algilayicisinin karakteristigi

R=Ry(1 +a.T)

bagmntistyla verilmektedir. Bu bagintida Ry= 100 Ohm T=0°C deki diren¢ degerini, a=3.9x107 C*
sicaklik katsayisini gostermektedir. T=100°C de Vo, geriliminin 10V olmasi isteniyor. V,e=Vp=15V,
I, =10 mA, a=b, R;=R; olacaktir.

a-Eleman degerlerini hesaplayiniz.

b-T=0°C de Vo, hangi degeri alir?

¢-T=0°C de cikista (Voz) OV, T=100°C de ise 10V elde etmek i¢in devrenin ¢ikisina nasil bir devre
baglamak gerekir? Bunun i¢in bir devre 6neriniz.

Rz =a R1
+Vec
R, W, ¢ )
v B s Diizeltme
P 3 N .
R3 n Devresi +V,,
+V|2 7 R =b R3

Sekil-3

4. Sekil-4a'daki dolup-bosalmali osilatorde kullamlan hizli islemsel kuvvetlendiriciler igin
VomaksEIV ominI= 15V olarak verilmistir. Devrede Ry direnci olarak karakteristigi Sekil-4b'de verilen
LDR (1s18a duyarl direng) kullanilacak ve bir aydinlik siddeti-frekans gevirici gergeklestirilecektir.
Osilatoriin frekansinin E= 1000Ix'de f = 1 kHz olmas: isteniyor. Uggen dalganin tepeden tepeye
degisimi 5V, R,=10k olacaktir.

a- Eleman degerlerini hesaplaymiz.

b- Devrenin ¢ikis frekansinin aydilik siddeti ile degisimini inceleyerek karakteristigi kabaca ¢iziniz;
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